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Araban Kepada Calon:
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4) muka surat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya.
Jawab hanya LIMA (5) soalan sahaja.
Semua soalan mestilah dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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1. [a] Terangkan denganringkas dua kaedah mengeluarkan
jongkong(MjngotS·) rnonohablur GsAs.
(50 markah)
[b] Lakarkan carta aliranbagi proses penyediaan wafer. Juga
terangkan sin langkah-fangkah yang menghasilkan wafet siap.
(50 markah)
2. (a] Apakah dua cara yang manastatikadalah memudaratkan
(membawa keburukan) kepadabidang fabrikasi? Apakah
yang dimaknakan dengancemaran ionik bergerakdan
mengap8 ianyatidak dikehendaki dalam bldang fabrikasi?
(30 markah)
[b] Terangkan denganringkasbagaimana faktor-faktor yang berikut
mempengaruhi hasil.
[i] Diameter wafer
[ii] Saiz die
[iiq Silangan langkah pemprosesan
[iv] K8tumpat8n fitar
tv] Ketumpatan cacat
[Vl1 Ketumpatan cacat hablur
{vii] Masa kiter proses (70 markah)
3. [8] Terangkan1Igafaldor yang menentukan ketebalan oksida.
(30 markah)
(b] Dengan bantuan gambar rajah, terangkan proses pengoksidaari
tekanen tinggi. Apakah kebaikan yang ditawarkan oIeh pengoksidaan
tekanantinggi?
(40 markah)
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[c} Senaralkan tlga penggunaan lapisan silikon oklida dalam
peranti semikonduktor. (30 markah)
Senaraikan komponen...komponen utamadalam fotorintang dan
terangkan peranan masing-mating. Apakah jenis polimeryang
terdapatdelam perintang neg8tif?
(40 markah)
[b] Terangkan k8ed8h yang digunakan untukmengukurkedalaman
simpangan bagi pelbageJ rantauberdopbagiwafer.
(50 mar1alh)
[c] Suatu perintang terkamR diperbuat dengan du.langkah resapan begi
boronke dalam 8u~tu lapisan n. Kedalaman simpangan diukur sebagai
2.3 J.1fTl. Carikan rintangan lapisanbagi rantau teresap yang mempunyai
kekonduksian purata 20 (0 em)-1.
(10'markah)
5. [e] Namakan dua bahan yang digunakan sebagai penghalang
.P8ndop bagi penanaman ion. Apaksh perbezaan antaraprofit
pendopen res&pan danpendopan penanaman ion? Lakarkan
.contah bagi setiapproses ini.
(50 markah)
[b] Sahagian utamayang keduabag; prosesresapan iaJah langkah
pengoksidaan maju...kedatam. Apakah, tujuan langkah ini? Senaraikan
dua pengukuran penilaian yang dibuat selepas langkah ini?
(SO markah)
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6.
7. [a]
Lakarkan dan terangkan sebilangan rekabentuk sistem yang
jatuhbawah kategori sistem atmosfera cve. Terangkan
perbezaan antara sistem-sistem MBE, VPEdan MOeVe.
(100 markah)
Terangkan mengapa wafersilikon beroksida berubah warns
apabiladiputarkan.
(20 markah)
.[b} Terangkan pengaloi8n eutektik aluminium dan silikon dan
due proses yang digunakan untukmengelakkanianya
bertaku. Terangkan dangan ringkas proses "sputteringJt
dan bincangkan kebaikan proses ini berbandingdengan
pengewapan vakum.
(80 markah)
